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产品概述

TMR4101 磁栅传感器芯片包含两个推挽式半桥，

每个半桥由两个高灵敏度隧道磁阻（TMR）元件组成。

TMR 元件布局和磁极宽度相匹配，当传感器沿着磁栅的

长度方向移动时，传感器输出两路彼此正交的弦波信号，

该信号的周期对应一对磁极的宽度。对这两路弦波信号

解码，可精确测量芯片与磁栅之间的相对位移。

TMR4101 磁栅传感器芯片采用了小型的封装  

DFN4L(1.32 mm × 0.66 mm × 0.3 mm)，可减小对芯

片安装的要求，使系统的结构设计更加灵活，方便装配

至狭小空间内。

多维提供配套的磁栅，可定制不同长度的磁栅，满

足客户多方面的需求。

产品特性

• 隧道磁阻（TMR）技术

• 检测磁栅周期 0.8 mm

• 高灵敏度

• 宽工作电压范围

• 允许较大的测量间隙

• A、B 相模拟电压输出

• 良好的温度稳定性

• 符合 RoHS & REACH

典型应用

• 摄像头自动对焦系统

• 齿轮运动速度和方向检测

• 线速度和角速度感应

• 直线位移和曲线位移测量

• 磁栅尺及磁编码器
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产品选型表

型号 输出模式 供电电压 工作温度 封装形式 包装形式

TMR4101D 模拟信号 1 V ~ 6 V -30 °C ~ 90°C DFN4L 卷带

磁栅配件选型表

型号 * 磁性强度 磁极距 包装形式

MLT1080-XXXXXX 弱磁 0.4 mm 托盘

MLT2080-XXXXX-XX 强磁 0.4 mm 托盘

注：* 不同长度的磁栅可以定制，请联系销售代表了解更多型号。

MLT1 080 XXXX XX

磁场周期弱磁 磁栅长度 磁栅宽度

MLT2 080 XXXXX XX

磁场周期强磁 磁栅长度 磁栅宽度

MLT1080 磁栅配件型号说明

MLT2080 磁栅配件型号说明
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1.1 功能框图

此芯片包含两组由隧道磁阻（TMR）组成的推挽

半桥结构，芯片内部电气连接如图 1 所示。

GND

VCC

VA

VB

图 1 芯片内部原理框图

1.2 工作原理

图 2 芯片敏感方向

如图 2 所示，传感器感应方向与封装激光标记所

在面的 X 轴平行。当传感器相对于磁栅沿着 X 方向

移动时，由于每个 TMR 元件所在位置处磁场大小的

周期性变化，其电阻值也会发生相应变化，从而引起

输出信号的周期性变化，输出信号如图 3 所示。

X

0.4mm

VCC / 2V P
P

（TMR位置）

VBVA

图 3 双相信号输出 (VA, VB)

1. 功能介绍 

1.3 引脚定义

1

GND

GND

EP

VCC

VCC

VA

VA

VB

VB
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3 4

1 2

34

图 4 引脚定义 (DFN4L)

序号 引脚名 功能

1 VA A 相信号输出

2 GND 地

3 VB B 相信号输出

4 VCC 供电电源

- EP 焊盘
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2. 电磁参数 

2.1 芯片极限参数

参数 符号 最小值 最大值 单位

工作电压 VCC - 6.5 V

ESD 性能 (HBM) VESD(HBM) - 1.5 kV

ESD 性能 (CDM) VESD(CDM) - 500 V

工作温度 TA -30 90 °C

储存温度 TSTG -40 125 °C

2.2 磁栅配件极限参数

参数 符号 最小值 最大值 单位

工作温度 TA -30 90 °C

储存温度 TSTG -40 90 °C

注：极限参数中的最大值参数只是确保芯片及配件不会永久损坏的条件。关于正常工作条件，请参阅电性能参

数和磁性能参数表。

2.3 芯片电性能参数

VCC = 1.0 V, TA = 25 °C

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

工作电压 VCC - - 1 6 V

桥路电阻 RB B = 0 Gs 5 - 10 kΩ

磁电阻比 MR - 20 35 50 %

A 相信号的零点漂移 VOFFSETA B = 0 Gs -10 0 10 mV/V

B 相信号的零点漂移 VOFFSETB B = 0 Gs -10 0 10 mV/V

差分输出的零点漂移 VOFFSETA-B B = 0 Gs -10 - 10 mV/V

桥路电阻温度系数 TCRB  -30 °C ~ 90 °C - -0.06 - %/°C

磁电阻比温度系数 TCMR -30 °C ~ 90 °C - -0.1 - %/°C

零点漂移温度系数 TCOFF -30 °C ~ 90 °C - 0 - mV/°C

2.4 磁栅配件电性能参数 

气隙 (Air gap) = 0.15 mm, VCC = 1.0 V, TA = 25 °C

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位

MLT1080 系列峰峰值 VPP1 120 160 200 mV

MLT2080 系列峰峰值 VPP2 180 230 280 mV

峰值波动 VPEAK FLUCTUATION - - 20 mV

谷值波动 VVALLEY FLUCTUATION - - 20 mV
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2.5 芯片磁性能参数
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图 5 VPP 随最大磁场强度的变化趋势

注：

1) 1 Gauss = 0.1 millitesla = 79.8 A/m

2) 磁栅配件 S/N 极的磁极距：0.4 mm

2.6 磁栅配件磁性能参数

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

矫顽力 BHC TA = 25 ºC 145 160 175 kA/m
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3. 参数定义

3.1 芯片参数定义

3.1.4 差分输出的零点漂移 VOFFSETA-B 

3.1.3 信号的零点漂移 VOFFSET 

3.1.2 磁电阻比 MR 

3.1.1 桥路电阻 RB 

引脚 VCC 和 GND 之间的电阻，该值可按客户规格定制

T1 = TA (Min) = -30°C, T2 = TA (Max) = 90°CTCRB = × 100%RB (T2) - RB (T1)
RB (25°C) × (T2-T1)

T1 = TA (Min) = -30°C, T2 = TA (Max) = 90°CTCOFF = 
VOFFSET (T2) - VOFFSET (T1)

T2-T1

T1 = TA (Min) = -30°C, T2 = TA (Max) = 90°CTCMR = × 100%MR (T2) - MR (T1)
MR (25°C) × (T2-T1)

MR = 

R1: 75 Gs下的 RB 值

R2: -75 Gs下的 RB 值

R2 - R1

R1

VA0: 0 Gs下 A 相信号输出

VB0: 0 Gs下 B 相信号输出

VOFFSETA = VA0 - VCC / 2
VCC

VOFFSETB = VB0 - VCC / 2
VCC

VOFFSETA-B = VOFFSETA - VOFFSETB

3.1.5 桥路电阻温度系数 TCRB

3.1.6 磁电阻比温度系数 TCMR

3.1.7 零点漂移温度系数 TCOFF
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3.2 磁栅配件参数定义

TMR4101 磁栅配件由多对磁极（T1,T2…）组成 , 每对磁极长度为 0.8 mm。

图 6 磁极示意图

配合 TMR4101 芯片使用，输出曲线如下图 7：

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Tn

图 7 输出曲线
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4. 封装

4.1 DFN4L 封装

侧视图

侧视图

底视图 引脚1

封装表面

感应距离

感应面

引脚1标记点 激光打标

俯视图

图 8 DFN4L 封装图 (尺寸单位：mm)

4.2 磁栅配件规格

1±0
.1

磁铁

±0.15L

PET 基层 (t0.18)

磁条表面

0.55±0.03

(0.37)

图 9 磁栅配件规格图 (尺寸单位：mm)

注：

L：磁栅长度可以根据客户需求定制。
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5. 包装说明

5.1 芯片载带尺寸

C

C
10:1

D

D

10:1

此处料桥下沉0.03mm

图 10 芯片载带尺寸图 (尺寸单位：mm)

引脚1

热压痕

热压痕

5.2 芯片编带方向

图 11 芯片编带方向图
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本文档不传达，也不暗含专利以及其他工业或知识产权的许可。

多维科技产品的使用客户有责任对本产品的产品和应用进行所有必要的测试，避免产品和应用或客户的第
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储蓄损失、业务中断等与任何产品的拆卸或更换有关的成本或返工费用），无论这种损失是否基于侵权行

为（包括过失），保修，违反合同或任何其他法律的理论依据。对于客户由于任何原因造成的任何损失，

多维科技对本文档所述产品对客户的总计和累加责任上限受到多维科技的商业销售条款限制。

本文档中的产品绝对最大额定值是在不损坏本产品的情况下，本产品可以承受的极限，但由于接近最大极

限（超过推荐的工作条件），因此无法保证电气和机械特性，同时无法确保本产品在绝对最大额定值下能

够工作。

本产品最新规格信息将不定期更新至公司官网，恕不另行通知。

敬请关注公司官网（www.dowaytech.com）。

• 本产品寿命终结后，依据垃圾分类相关规定，交给有资质的处理商回收处理。

中国 · 张家港（总部）地址：江苏省张家港保税区广东路 2 号
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